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我々は、希土類添加窒化物半導体によるデバイスとして応用が期待できる、有機金属気相エピタキ

シャル (OMVPE)法による Tm添加AlGaN(AlGaN:Tm)薄膜の作製に成功している [1]。AlGaN:Tm

によって得られる Tm3+イオンからの先鋭な青色発光によって、現状の InGaN系青色 LEDよりも

高色純度な光源への応用が期待できるが、Alの導入によりバンドギャップが広がったことで、GaN

上での LED動作が困難である。そこで、LED構造への応用を目指して AlGaN:Tm層の下層部分

をGaN層からAlN層へと変更した。本研究ではOMVPE法によってGaNおよびAlNテンプレー

ト上にそれぞれAlGaN:Tm薄膜を作製し、その表面構造と光学的特性について評価比較を行った。

試料はOMVPE法によりサファイア基板上に成長したGaNテンプレート上またはAlNテンプレー

ト上に、AlGaN:Tm層およびキャップ層を成長した。Tm原料にはTm(i-PrCp)3を用いた。AlGaN:Tm

層は膜厚 300 nmとし、成長条件は成長温度 960℃、成長圧力 10 kPa、TMGa流量 25.6 µmol/min、

TMAl流量 3.9 µmol/min、NH3流量 89.3 mmol/minとした。試料の評価は、ノマルスキー微分干渉

顕微鏡による表面モフォロジの観察と、第四高調波 YAGレーザーを励起光源として 10 Kにおい

てフォトルミネッセンス (PL)測定を行った。

Fig.1にノマルスキー微分干渉顕微鏡の顕微鏡像を示す。GaNテンプレート上のAlGaN:Tm試料

で見られた構造物は、AlNテンプレート上に成長した試料では観察されず、表面モフォロジーが

改善していることを示している。Fig.2に PL測定結果を示す。465 nm付近のピーク群のバックグ

ラウンド発光に対する各発光強度が、AlNテンプレートを利用することで減少した。一方で 480

nm付近のピーク群ではピーク形状がわずかに先鋭化し強度が向上した。これらの結果は、利用す

るテンプレートを変えることにより、AlGaN:Tm層の結晶性および発光ダイナミクスの変化を示

唆するものである。

Fig. 1: Surface morphologies observed with using

a Nomarski differential interference contrast micro-

scope. Fig. 2: PL spectra in AlGaN:Tm on GaN or AlN

template at 10 K.
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